electronic

Kaltkatoden-Relaisrthre

Die Z 861 X ist eine edelgasgefiillte Re~

laisrohre mit kalter Reinmetallkatode

fiir Wechselspannungsbetrieb zur Verwen-
dung in Relais— und Zahlschaltungen so-

wie fiir ghnliche Zwecke.

Diese Rdéhre ist den Typen Z 805 U,
GR 16, ER 21 A und 10 TC4 &hnlich.

Betriebslage: beliebig
Masse: ca. 11 g

Sockel: 9-12
TGL 0-41539, Bl. 2

Passungs 9-12 B, TGL 11608
Rohrenstandard: TGL 14556

Kennwerte
Anodenziindspannung
(Ust1,2 = 0V; Ih ca., 10 /uA)

Starterziindspannung
(Ua =0 V; Ih ca., 10 /uA

Hilfselektrodenziindspannung
(Ua =0 V)

Anodenbrennspannung
(Ia = 20 md)

Starterbrennspannung
Starteribernahmestrom

bei Direktsteuerung Ih ca. 10/uA

bei Kippsteuerung C = 200 pF
Ih ca, 10/uA
Aufbauzeit
bei Ib. = O/llA

bei Ih ca., 10 /uA
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Z 861X

Erholzeit t 1000 us 4
deion /
(Ia g = 20 mh)
Betriebswerte
Betriebsspannung Ub of f 220 Vv
Anodenstrom Ia 15 mA 5)
os. Startervorspannung Uvst s nax. 100 V
%Scheitelwert)
Uberlagerte Ziindwechselspannung Uz s min, 60 V
(Scheitelwert)
Starterzindspannung U . 160 V
(Summe beider Spannungen) z8t1,2s min,
Parallelkapazitat zur C 200 pF
Starterstrecke
Grenzwerte
Betriebsspannung
bei Gleichspannungsbetrieb Ub max. 350 V
Ub min. 250 Vv
bei Wechselsgpannungsbetrieb Ub eff  MaX. 250 Vv
Up 6ff  min. 180 v
Anodenstrom
bel Gleichspannungsbetrieb Ia max, 40 mA 6)
bei Wechselgpannungsbetrieb Ia max. 25 mA5)6
Anodenspitzenstron Ia s max, 200 mA7>
Starteriibernahmestrom Ist1 2 max. 1 mA
’
Hilfselektrodenstrom Ih Wax, ZO/uA 2)
Integrationszeit tint max. 15 s
Parallelkapazitiit C <1 nF bei B hutz ©in. 0 Ohm
zur Starterstrecke ~ ) .
und zum Schutz- C<35 nF bei Rochutz ©inoe 2 kOhm
widerstand X
C>5 nF bei Rschutz min, 5 kOhm
Ungebungstemperatur *Jamn naX. 75 °C
- Tamb max. 50 %
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£ 861X

Zur Vermeidung grolerer Ziindspannungsschwankungen durch Beleuch-
tungsunterschiede ist auf der Innenwand des Kolbens radicakbtives
Material (Ring) aufgebracht, Diese Menge ist 80 bemessen, da8
keine schiddigende Strahlung auftreten kann.

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

Bei HochfrequenzeinfluB kann dieser Wert bedeutend niedriger

liegen. Zur Abschirmung gegen Stérfelder sowle bel besonderen
Steuerschaltungen (Tonfrequenzsteuerung) kann der innere Kol=-
benbelsg durch den Wandkontakt w iiber einen Widerstand von
14002 MOhm mit der Katode k verbunden werden, wobei die Be-
triebsspannung Ub jedoch nicht groBer als 300 V sein darf.

Die Hilfselektrode h wird {iber einen Widerstand von 10 MOhm
direkt an die Betriebsspannung angeschlossen, wean. sehr kurze
Aufbauzeiten der Entladung oder niedrige und hochkonstante
Starterziindspannungen gefordert werden.

Zur Ubernahme der Entladung auf die Hauptentladungsstrecke
a - k erforderlicher Starteriibernahmestrom ISt bei Ub = 300 V.

Bei stromstarken Entladungen (Spitzenstrombetrieb) kann die
Erholzeit tdeion auf mehr als 10 ms aunsteigen.

Ia mit Gleichstrominstrument gemessen.

Der Anodengtrom mufl mindestens 10 mA betragen, da andernfalls
die ROhre unstabil arbeitet.

Kurzzeitige (0,1 s) Spitzenstrome bis 1,0 A sind zulédssig.
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